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T /114 B |0.320 [0.370 |0.420
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D |0.600 [0.650 |0.700
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I |0.140 |0.190 [0.240

REV 1.1




	概述
	特点
	•   电池接入输出自恢复；�
	•   内部集成等效 60mΩ 的先进的功率 MOSFET；�   �  
	•   0V电池充电功能，延迟时间内部设定，高精度电压检测；�  
	•   低静态电流：正常工作电流：2.6uA；待机电流：0.6uA;�
	•   过温保护；过充/过放电压保护；2 段过流保护：过放电电流，负载短路电流； 
	•   兼容ROHS和无铅标准。
	•   - 40℃至+85℃温度范围。�
	•   超小封装DFN1*1-4L；
	应用
	典型应用电路（TP9501）
	图 1
	典型参数
	封装/订购信息
	管脚说明
	管脚定义
	DFN1*1-4L
	（EPAD接地散热用）
	绝对最大额定值 (1) (2)
	功能框图
	功能描述
	过放电电流检测
	标注：(1)正常情况 (2)过充电电压情况 (3)过放电电压条件 (4)过电流情况
	标注：(1)正常情况 (2)过充电电压情况 (3)过放电电压条件 (4)过电流情况

	封装描述

